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A nmethod of fabricating a thin filmfroma substrate
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following steps: (1) implantation into the
substrate, for example made of silicon, of
ions of a non-gaseous species, for example
gallium, the implantation conditions and
this species being chosen, according to the
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material of the substrate, so as to allow
the formation of precipitates confined in
a certain depth, distributed within a layer,
these precipitates being made of a solid phase
having a melting point below that of the
substrate; (2) optional intimate contacting of

this face of the substrate with a stiffener; and
(3) detachment of a thin film by fracturing the

substrate at the layer of precipitates by applying a mechanical and/or chemical detachment stress under conditions in which the

precipitates are in the liquid phase.

(57) Abrégé :

Un procédé de fabrication d'un film mince a partir d'un substrat comporte les étapes suivantes :

(1) implantation

& dans le substrat par exemple en silicium, d'ions d'une espéce non gazeuse, par exemple du gallium, cette espéce et les conditions
& d'implantation étant choisies, en fonction du matériau du substrat, en sorte de permettre la formation de précipités confinés en pro-
fondeur, répartis au sein d'une couche, ces précipités étant en une phase solide ayant une température de fusion inférieure a celle
du substrat; (2) éventuelle mise en contact intime de cette face du substrat avec un raidisseur ; et (3) détachement d'un film mince
par rupture du substrat au niveau de la couche de précipités par l'application d'une sollicitation de détachement, mécanique et/ou
chimique, dans des conditions ol les précipités sont en phase liquide.
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